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近年,PECVD による a-C:H 成膜において,イオンエネルギー

とイオンフラックスの独立制御が求められている. その解決

法の一つとして,基本周波数とその高調波を同時に印加する任

意電圧波形（TVWs）放電手法が提案されている[1,2]. 私たち

は TVWs-PECVD を用いて a-C:H を成膜している. 本稿では， 

a-C:H 膜密度と自己バイアス電圧の関係及び Ne 添加による効

果の検討について報告する. 

実験は,直径 85mm 電極間距離 20.5mm の電極が設置された

内径 250mm，高さ 315mm の容量結合型プラズマ反応器を用い

て行った . ガス流量は CH4,/Ar を 5/10sccm, Ne 添加時は

CH4,/Ar/Ne を 5/5/5sccm 供給した. 圧力は 37.5mTorr とした. 

TVWs（13.56+27.12MHz）の各位相で成膜した後, X 線反射率

法により a-C:H 膜密度を測定した. 

Fig1 は,TVWs プラズマ CVD による a-C:H 膜密度と自己バイアス電圧の関係を示している. TVWs の

位相をずらすことにより,膜密度が 1.38 g/cm3 から 1.76 g/cm3(VDC=-113V~-194V)まで増加することがわ

かった.またNe添加時の膜密度は1.43 g/cm3から 1.82 g/cm3(VDC=-121.7V~-195V)まで増加することが分

かった. 自己バイアス電圧は,イオンボンバードのエネルギーに関連している. 膜密度のトレンドは,サ

ブプラントモデルによって説明される[3]. Ne を添加時に膜密度が上がる理由として電子温度の上昇に

より炭素イオン種のフラックスが増加し, 膜へのサブプラントが増加したためであると考えられる[4]. 

詳細は学会にて報告する. 
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Fig1. Relationship between 

self-bias voltage and a-C:H mass 

density 
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